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Одним из основных компонентов в микро- и наноэлектронике являются 

МОП-транзисторы. Конструктивно изделие состоит из четырех электродов: 

истока, стока, затвора, а также подложки, которая является основой [1].  

Сток и исток формируются из одного материала благодаря диффузии 

или легированию и самоизолированы p-n переходом. Между этими двумя 

областями находится диэлектрический слой, над которым расположен 

затвор из проводящего материала [1,2].  

Принцип действия МОП-транзистора основан на модуляции 

проводимости слоя полупроводникового материала поперечным 

электрическим полем [3]. За счет этого появляется возможность управлять 

током, который протекает между стоком и истоком, и представляет собой 

перенос основных носителей заряда за счет продольного электрического поля. 

В настоящее время в интегральных микросхемах используют МОП-

транзисторы с изолированным затвором, изготовленные по планарной 

технологии. 

В работе был смоделирован МОП-транзистор с индуцированным 

каналом. Распределение примеси в нем представлено на рисунке 1.  

Металлические контакты в исследуемом транзисторе выполнены из 

Cu.В качестве материала диэлектрика под затвором применяется SiO2. 

Кремний выступает в роли подложки. На рисунке 2 изображены выходные 
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характеристики транзистора при различных вариантах напряжения на 

истоке. 

 
Рисунок 1 – Распределение примеси МОП-транзистора 

 

 
Рисунок 2 – Выходная характеристика транзистора 

 

На основе полученной модели изучено как меняются выходные 

характеристики транзистора и ток настройки от напряжения на затворе при 

изменении таких параметров как:  

 концентрация носителей заряда подзатворного материала; 

 глубина легирования; 

 расстояние сток - исток 

Исходя из результатов работы можно сделать вывод, что МОП-

транзисторы являются весьма востребованными и перспективными на 



 

152 

сегодняшний день и требует дополнительного изучения в будущем. Например, 

в настоящее время активно проводятся исследования над повышением 

скорости работы полевых транзисторов в высокочастотных схемах. 
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При электризации космического аппарата (КА) между его 

поверхностью и окружающей плазмой возникает разность потенциалов [1-

3]. Установившийся потенциал поверхности КА, отсчитываемый 

относительно потенциала невозмущенной плазмы, определяется условием 

динамического равновесия. Из энергетических соотношений следует, что 

равновесный потенциал зависит от средней энергии частиц плазмы, т.е. от 

ее температуры: чем выше температура плазмы, тем больший потенциал 

может приобрести поверхность тела. 

КА имеет сложную конструкцию с неоднородной структурой и 

большим количеством диэлектрических материалов на внешней 

поверхности. В связи с этим, потенциалы отдельных участков поверхности 

и элементов конструкции могут быть различными из-за отличия условий 

попадания потоков первичных частиц на эти участки и условий их 

освещения, а также из-за отличия эмиссионных свойств материалов 

поверхности. Происходит дифференциальное заряжение поверхности, при 

котором между отдельными участками возникают разности потенциалов, 

которые могут привести к возникновению нежелательных электроразрядов. 


